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Circuit configuration for interference suppression of integrated circuits 

A low-inductance capacitor (12) is integrated into the housing (3) of a microchip (4). The capacitance 
connections (10, 11) of the low-inductance capacitor (12) are radially connected on the one hand via bond 
wires (5) with the ground and supply voltage bond points (1, 2) of the microchip (4) and on the other hand 
via additional bond wires (13) with at least one supply voltage pin pair (6, 7). At least one reference 
potential connection (14) of the low inductance capacitor (12) is electrically conductively connected with a 
floating ground (16). 
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Description 

The invention relates to a circuit configuration for interference suppression of integrated 
circuits. 

Increasing performance requirements of modem electronic systems, e.g. control devices, 
require increasingly more powerful integrated circuits (ICs). The computing capacity of 
microcomputers is constantly being increased by continuously reducing the chip structures, 
introducing nev^ semiconductor technologies and increasing the system clock frequencies. On the 
other hand, the very fast pulse rise and fall times of these microcomputers generate narrowband 
interference signals, e.g. in the frequency range of between 30 MHz and 1 GHz, which are 
emitted through the power supply wiring of the microcomputer, among other things. Modem 
microcomputers thus represent a significant source of interference for surrounding electronic 
components, particularly radio receivers. 

To meet today's high EMC requirements of electronic systems, effective and reliable 
interference suppression of IC components is indispensable. For interference suppression of 
microcomputers, it is known in the art to separate the voltage supply of the individual function 
blocks, e.g. CPU, clock generator and memory, and to provide several supply voltage 
connections with smoothing capacitors (block capacitors) connected in parallel on the 
microcomputer. Furthermore, metal housings, referred to as tuner boxes, additional input/output 
filters, and printed circuit boards with multilayer design are provided to ensure sufficient 
interference suppression. Such interference measures are described in the publication by W. 
Grozinger, Elektromagnetische Vertraglichkeit von integrierten Schaltkreisen" 
[Electromagnetic Compatibility of Integrated Circuits], VDI Berichte No. 1152, 1994, pp. 441 to 
465. Despite these very costly measures, this type interference suppression of microcomputers 
occasionally fails to meet EMC requirements. 

An integrated circuit, e.g. a microcomputer, has many individual internal interference 
sources, e.g. clock generator or CPU. The emission behavior thereby decisively depends on the 
rise and fall rates of the supply current, i.e. the greater the edge steepness dl/dt, the greater the 
noise emission. To prevent the latter from being distributed via the supply wiring over the entire 
printed circuit board and ultimately over the entire electronic system, a block capacitor, which 
acts as an energy reserve for fast current requirements, is typically connected in parallel to each 
supply voltage pin pair on the IC housing. 

The effect of this block capacitor thereby substantially depends on its self-inductance and the 
connection inductances. The lower the inductive component is, the better is the efficiency of the 
block capacitor in the higher frequency ranges. Since the inductive component, however, cannot 
be reduced at will due to technical limitations - known configurations fall within the range of 10 
nH - fast energy requirements in such a configuration are not only covered by the block capacitor 
but are also supplied via large-area and thus low- impedance reverse current paths (grounds) 
partly from the power supply, so that an interference signal is distributed over the entire 
electronic system. 

DE 197 28 692 Al describes an IC chip in which one or several electronic components are 
accommodated within the housing in the immediate vicinity of the integrated circuit. By 
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relocating components that are normally provided outside the IC chip to the interior of the chip, 
the IC chip can be used even at the highest frequencies and operating speeds. 

Furthermore, from JP 1-27251 A in: Patent Abstracts of Japan, Sect. E. Vol. 13 (1989) No. 
216 (E-760), it is laiown to provide a capacitor on the substrate element of a microchip and thus 
to decrease inductance and reduce interference signals. 

The object of the invention is to develop a circuit configuration that ensures reliable 
interference suppression of integrated circuits. 

This object is attained according to the invention by a circuit configuration with the features 
of Claim 1. Advantageous further developments of the invention are set forth in the subclaims. 

Capacitance networks, e.g. Syfer's X2Y 3 terminal capacitor, are known in the art today and 
due to their special symmetrical structure and the mutual cancellation of the magnetic fields 
connected therewith, have very low self-inductance - in the range of 50 pH. Such capacitance 
networks are hereinafter generally referred to as low inductance capacitors. According to the 
invention, such a low- inductance capacitor is integrated in the housing of an IC, and all power 
supply bond points of the microchip are radially connected via bond wires with the low- 
inductance capacitor. This arrangement within the IC housing also causes the connection 
inductance to be significantly reduced compared to conventional structures. The low-inductance 
capacitor then provides the energy that is quickly required by various function blocks 
immediately on the microchip within the requisite time. On the outside of the housing, only a 
voltage supply pin pair is required to connect the supply leads. This pin pair is also connected to 
the low-inductance capacitor via bond wires. Thus all the other previously used supply voltage 
pins on the IC housing are available for other functions. No additional smoothing capacitors are 
required, which saves a substantial amount of space on the printed circuit board. The heretofore 
unequaled low inductance connection of the energy reserve for fast current requirements reduces 
the interference voltages to the point where additional interference suppression measures, e.g. the 
use of multilayer printed circuit boards, can frequently be dispensed with. 

An exemplary embodiment of the invention will now be described by means of the figures in 
which: 

Fig. 1 is a schematic representation of a prior art circuit configuration for interference 
suppression of an integrated circuit and 

Fig. 2 is a schematic representation of a circuit configuration according to the invention for 
interference suppression of an integrated circuit. 

To provide a better understanding of the invention, a prior art circuit configuration for 
interference suppression of an integrated circuit with separate voltage supply will now be 
described by means of Fig. 1 . Supply voltage bond points 1 and ground bond points 2 of a 
microchip 4 arranged in an IC housing 3 are connected via bond wires 5 with the supply voltage 
connections 6 and the ground connections 7 brought out of the IC housing. This makes it possible 
to supply different function blocks of microchip 4 with a voltage separately from each other and 
thus to reduce the interference emission of the IC. However, fast current requirements of 
individual function blocks and the edge steepness (dl/dt) connected therewith nevertheless result 
in high frequency interference voltages that with direct supply from a power supply (not 
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depicted) are distributed over the entire electronic system, e.g. a control device, via the low- 
impedance ground leads. This is why a block capacitor 8 is connected in parallel to each terminal 
pair 6, 7 to act as an energy reserve for currents that are quickly required by the corresponding 
function block. 

A circuit configuration according to the invention is depicted in Fig. 2. Components that 
coincide with the parts shown in Fig. 1 carry identical reference numbers. The supply voltage 
bond points 1 and the ground bond points 2 of microchip 4 are radially connected via bond wires 
5 with capacitance connections 10 and 1 1 of a low-inductance capacitor 12. 

Radially in this case means that all supply voltage bond points 1 are connected with the one 
connection, e.g., capacitance connection 10, and all ground bond points 2 are connected with the 
other connection, e.g. capacitance connection 11. Via additional bond wires 13, capacitance 
connections 10 and 1 1 of the low inductance capacitor 12 are connected with a supply voltage pin 
pair 6, 7 brought out of IC housing 3. Capacitance connection 10 connected with supply voltage 
bond points 1 is thereby connected to supply voltage connection 6, and capacitance connection 
1 1 connected with ground bond points 2 is connected to ground connection 7. At least one, but 
preferably two, reference potential connections 14 of capacitance network 12 are electrically 
conductively connected with a floating ground 16 which has no galvanic connection to the 
ground leads serving as reverse current path. 

Since the low inductance capacitor 12 integrated in IC housing 3 already provides the energy 
for the fast current requirements of all functional units on microchip 4, no external block 
capacitors are required. Additional connections 6 and 7 that heretofore served for separate 
voltage supply of the individual function blocks are no longer required and can thus be used for 
other functions. If a supply voltage connection on IC housing 3 should not be sufficient to meet 
the current demand from the power supply in normal operation, i.e. with non-critical edge 
steepness of the current pulses, additional pin pairs 6, 7 can be connected via bond wires 13 to the 
low inductance capacitor 12. 

Low inductance capacitor 12 is preferably constructed in thin film technology on a ceramic 
substrate, but can also be realized monolithically on a silicon chip. 

The invention was described by way of example based on the figures for an integrated circuit 
with two separate supply voltage pin pairs, but it is also suitable for a higher number of supply 
voltage pin pairs as well as for integrated circuits that have no separate voltage supply. 

Claims 

1 . Circuit configuration for interference suppression of integrated circuits with 
a microchip (4) arranged in an IC housing (3), 

at least one supply voltage bond point (1) on micro chip (4) for connection to 
a supply voltage, 

at least one ground bond point (2) on microchip (4) for connection to a 
ground potential, 
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at least one supply voltage pin pair (6, 7) brought out of the IC housing (3), 
comprising a supply voltage connection (6) and a ground connection (7) to connect a 
supply lead or a ground lead, and 

a low inductance capacitor (12) integrated in the IC housing (3), having 

capacitance connections (10, 11) each radially connected via bond wires 
(5) with the supply voltage bond point (1) and ground bond point (1, 2) of the 
microchip (4), and via additional bond wires (13) with at least one supply voltage pin 
pair (6, 7), and 

at least one reference potential connection (14) electrically conductively 
connected with a floating ground (16), 

2. Circuit configuration as claimed in Claim 1, characterized in that the low inductance 
capacitor (12) is realized monolithically on a sihcon chip. 
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@ Schaltungsanordnung zunn Entstoren von integrierten Schaltkreisen 

@ In das Gehause (3) eines Mikroschaltbausteins (4) ist 
Qin Niederinduktivitats-Kondensator (12) integriert. Die 
Kapazitatsanschlusse (10, 11) des Niederinduktivitats- 
Kondensators (12) sind uber Bonddrahte (5) einerseits 
sternformig mitden Masse- und Versorgungsspannungs- 
Bondstelien (1, 2) des Mikroschaltbausteins (4) und ande- 
rerseits uber weitere Bonddrahte (13) mit mindestens ei- 
nem Versorgungsspannungs-Pinpaar (6, 7) verbunden. 
Mindestens ein Bezugspotential-AnschiufS (14) des Nie- 
derinduktivitats-Kondensators (12) ist elektrisch leitend 
mit einer schwebenden Massefiache (16) verbunden. 



u 
o 

00 




Ui 

Q 



BUNDESDRUCKEREI 01.00 902 169/242/7A 



12 



1 



DE 198 57 043 C 1 



2 



Beschreibung 

Die Erfindung betrifft eine Schaitungsanordnung zum 
Entstoren von integrierten Schaltkreisen. 

Die zunehmenden Anforderungen an die Leistungsfahig- 5 
keit moderner elektronischer Systeme, wie z.B, Steuerge- 
rate, machen immer leistungsfahigere integrierte Schalt- 
kreise (IC) erforderiich. So wird die Rechenleistung von Mi- 
krocomputern durch stetige Verkleinerung der Chip-Struk- 
turen, durch Einfiihrung neuer Halbleitertechnologien und lo 
durch Steigerung der Systemtaktfrequenzen stetig verbes- 
sert. Andererseits fuhren die sehr schnellen Impulsanstiegs- 
und In:ipulsabfallzeiten derartiger Mikrocomputer zur Gene- 
rierung schmaibandiger Storsignale, z. B. im Frequenzbe- 
reich zwischen 30 MHz und 1 GHz, die unter anderem iiber 15 
die Stxomversorgungsverdrahtung des Mikrocomputers ab- 
gestrahlt werden. Somit stellen moderne Mikrocomputer 
eine erhebliche Storquelle fur umliegende Elektronikkom- 
ponenten, insbesondere Funkempfangsanlagen dar. 

Um den heutzutage hohen EMV- Anforderungen elektro- 20 
nischer Systeme gerecht zu werden, ist eine wirkungsvoUe 
und zuverlassige Entstorung von IC-Bausteinen unerlaBlich. 
Fiir die Entstorung von Mikrocomputern ist es bekannt, die 
Spannungsversorgung einzelnerFunktionsblocke, wie CPU, 
Taktgenerator unci Speicher, zu trennen und mehrere Versor- 25 
gungsspannungsansciiiusse mit parallel geschalteten Glat- 
tungskondensatoren (Blockkondensaloren) am Mikrocom- 
puter vorzusehen. Desweiteren werden haufig Metallge- 
hause, sogenannte Tuner-Boxen, zusatzliche Ein-/Aus- 
gangsfilter und Leiterplatten in Multilayer- Ausfuhrung vor- 30 
gesehen, um eine ausreichende Entstorung sicherzustellen. 
Derartige EntstormaBnahmen sind in der Druckschrift W. 
Grozinger, "Elektromagnetische Vertraglichkeit von inte- 
grierten Schaltkreisen", VDI Berichte Nr. 1152, 1994, Sei- 
ten 441 bis 465 beschrleben. Trotz dieser sehr kostenintensi- 35 
ven MaBnahmen geniigt eine derartige Entstorung von Mi- 
krocomputern bisweilen nicht den gestellten EMV- Anforde- 
rungen. 

Bin integrierter Schaitkreis, z, B. ein Mikrocomputer, 
weist intern eine Vielzahl einzelner Storquellen, wie z. B. 40 
Taktgenerator oder CPU, auf. Dabei ist das Abstrahlverhal- 
ten in entsclieidendem MaBe von den Anstiegs- und Abf all- 
geschwindigkeiten des Versorgungsstroms abhangig, d, h. je 
groBer die Flanlcensteillieit dl/dt desto groBer die Storab- 
strahlung. Um zu vermeiden, daB diese liber die Versor- 45 
gungsverdrahtung iiber die gesamte Leiterpiatte und letzt- 
lich uber das gesamte eiektronisciie System verteilt wird, 
wird ublicherweise parallel zu jedem Versorgungsspan- 
nungs-Pinpaar am IC-Gehause ein Blockkondensator ge- 
schaltet, der als Energiereserve fur einen schnellen Strombe- 50 
darf dient. 

Die Wirkung des Blockkondensators wird dabei im we- 
sentlichen von seiner Eigeninduktivitat und den Anschiu- 
Binduktivitaten besdmmt. Je geringer der induktive Anteil 
ist, desto besser ist die Wirkungsweise des Blockkondensa- 55 
tors in hoheren Frequenzbereiclien. Da der induktive Anteil 
aber technologiebedingt nicht beliebig verkleinert werden 
kann - bekannte Anordnungen liegen im Bereich von 
10 uH, wird ein schneller Energiebedarf bei einer derartigen 
Anordnung nicht allein aus dem Blockkondensator gedeckt, 60 
sondem uber groBflachige und damit niederimpedante 
Ruckstrompfade (Massefiachen) teilweise aus dem Netzteil 
gespeist und somit ein Storsignal iiber das gesamte elektro- 
nische System verteilt. 

In der DE 197 28 692 Al ist ein IC-Baustein beschrieben 65 
bei dem innerhalb des CJehauses in unmittelbarer Nahe zur 
integrierten Schaltung ein oder mehrere elekU'onische Bau- 
elemente untergebracht sind. Durch die Verlegung von nor- 



malerweise auBerhalb des IC-Bausteins vorgesehenen Bau- 
elementen in diesen hinein ist der IC-Baustein auch bei 
hochsten Frequenzen und Arbeitsgeschwindigkeiten ein- 
setzbar, 

AuBerdem istes aus JP 1-27251 A, in: Patents Abstract of 
Japan, Sect. E. Vol 13 (1989) No. 216 (E-760) bekannt, auf 
dem Tragerelement eines Mikroschaltbausteins einen Kon- 
densator vorzusehen, um so die Induktivitat zu verringem 
und Storsignale zu reduzieren. 

Der Erfindung liegt die Aufgabe zugrunde, eine Schai- 
tungsanordnung zu entwickeln, durch die eine zuverlassige 
Entstorung von integrierten Schaltkreisen gewalirleistet ist. 

Diese Aufgabe wird erfindungsgemafS durch eine Schai- 
tungsanordnung mit den Merkmalen des Patentanspruchs 1 
gelost. Vorteilhafte Welterbildungen der Erfindung sind in 
den Unteranspriichen niedergelegt. 

Heutzutage sind Kapazitatsnetzwerke, wie z. B. ein X2Y 
3 Terminal Capacitor der Finna Syfer, bekannt, die aufgrund 
ihrer besonderen, symmetrischen Struktur und der damit 
verbundenen wechselseitigen Aufhebung vor Magnetfel- 
dern eine sehr geringe Eigeninduktivitat - im Bereich von 
50 pH - aufweisen. Derartige Kapazitatsnetzwerke werden 
im folgenden allgemein als Niederinduktivitats-Kondensa- 
toren bezeichnet, EriindungsgemaB wird ein solcher Nieder- 
induktivitats-Kondensator in das Gehause eines IC's inte- 
griert und alle Stromversorgungsbondstellen des Mikro- 
chips werden iiber Bonddrahte stemfonnig mit dem Nieder- 
induktivitats-Kondensator verbunden. Durch die Anord- 
nung innerhalb des IC-Geh^uses wird auch die AnschluBin- 
duktivitat im Verglelch zu herkommlichen Strukturen erheb- 
lich gesenkt. Der Niederinduktivitats-Kondensator stellt 
dann die von verschiedenen Funktionsblocken schneli beno- 
tigte Energie in der erforderlichen Zeit unmittelbar am Mi- 
krochip zur Verfugung. An der AuBenseite des Gehauses ist 
nur noch ein Spannungsversorgungs-Pinpaar zum AnschluB 
der Versorgungsleitungen notwendig. Dieses Pinpaar ist 
iiber Bonddrahte ebenfalls mit dem Niederinduktivitats- 
Kondensator verbunden, Somit stehen alle ubrigen, bisher 
genutzten Versorgungsspannungs-Pins am IC-Gehause fiir 
andere Funktionen zur VerfUgung. Ebenso sind keine zu- 
satzlichen Glattungskondensatoren notwendig, was zu einer 
enormen Platzeinsparung auf der Leiterpiatte fiihrt. Durch 
den bisher unerreichten niederunduktiven AnschluB der 
Energiereserve fiir schnellen Strombedarf, werden die Stor- 
spannungen soweit verringert, daB haufig auf zusatzliche 
EntstormaBnahmen, wie z. B. den Einsatz von Multilayer- 
Leiterplatten verzichtet werden kann. 

Ein Ausfuhrungsbeispiel der Erfindung wird im folgen- 
den anhand derFiguren erlautert. Es zeigen: 

Fig. 1 eine schematische Darstellung einer bekannten 
Schaitungsanordnung zum Entstoren eines integrierten 
Schaltkreises und 

Fig, 2 eine schematische Darstellung einer erfindungsge- 
miiBen Schaitungsanordnung zum Entstoren eines integrier- 
ten Schaltkreises. 

Um das Verstandnis der Erfindung zu erleichtem, sei eine 
bekannte Schaitungsanordnung zum Entstoren eines inte- 
grierten Schaltkreises mit getrennter Spannungsversoi^ung 
anhand der Fig, 1 erlautert. Versorgungsspannungs-Bond- 
stellen 1 und Masse-Bondstellen 2 eines in einem IC-Ge- 
hause 3 angeordneten Mikroschaltbausteins (Mikrochip) 4 
sind iiber Bonddrahte 5 mit den aus dem IC-Gehause her- 
ausgefuhrten Versorgungsspannungsanschliissen 6 bzw. 
Masseanschlussen 7 verbunden, Auf diese Weise werden 
verschiedene Funkdonsblocke des Mikroschaltbausteins 4 
getrennt voneinander mit Spannung versorgt und dadurch 
die Storabstrahiung des IC's reduziert. Schneller Stxombe- 
darf einzelner Funktionsbl5cke und die damit verbundenen 
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hohen Flankensteilheiten (dl/dt) fuhren aber dennoch zu 
hochfrequenten Storspannungen, die bei direkter Speisung 
aus einem nicht dargestellten Netzteil uber die niederimpe- 
danten Masseleitungen iiber das gesamle elektronische Sy- 
stem, z. B. ein Steuergerat, verteiU wird, Deshalb ist parallel 5 
zu jedem Anschlufipaar 6, 7 ein Blockkondensator 8 ge- 
schaitet, der als Energiereserve fiir schnellbenotigte Strome 
der entsprechenden Funktionsbiocke dient. 

Eine erfindungsgemaBe Schaltungsanordnung ist in Fig, 2 
dargestellt. Dabei sind Baugruppen, so weit sie mit den Tei- lo 
len der Fig. 1 iibereinstinimcn, durch dieselben Bezugszei- 
chen gekennzeichnet. Die Versorgungsspannungs-Bondstel- 
len 1 und die Masse-Bondstellen 2 des Mikroschaltbausteins 
4 sind uber Bonddrahte 5 stemformig mit den Kapazitatsan- 
schliissen 10 und 11 eines Niederinduktivitats-Kondensators 15 
12 verbunden. 

Stemformig heiBt dabei, daB alle Versorgungsspannungs- 
Bondstellen 1 mit dem einen AnschluB, z. B. Kapazitatsan- 
schluB 10, und alle Masse-Bondstellen 2 mit dem anderen 
AnschluB, z, B. KapazitatsanschluB 11 verbunden sind. 20 
Uber weitere Bonddrahte 13 sind die Kapazitatsanschliisse 
10 und 11 des Niederinduktivitats-Kondensators 12 mit ei- 
nem aus dem IC-Gehause 3 herausgefuhrten Versorgungs- 
spannungs-Pinpaar 6, 7 verbunden. Dabei ist der mit den 
Versorgungsspannungs-Bondstellen 1 verbundene Kapazi- 25 
tatsanschluB 10 mit dem VersorgungsspannungsanschluB 6 
und der mit den Masse-Bondstellen 2 verbundene Kapazi- 
tatsanschiuB 11 mit dem MasseanschluB 7 verbunden. Min- 
destens ein, vorzugsweise aber zwei Bezugspotential-An- 
sciiiusse 14 des Kapazitatsnetzwerks 12 sind elektrisch lei- 30 
tend mit einer erdfreien Masseflache 16 (floating ground) 
verbunden, die keine galvanische Verbindung zu den als 
Ruckstrompfad dienenden Masseleitungen aufweist. 

Da durch den in das IC-Gehause 3 integrierte Niederin- 
duktivitats-Kondensator 12 bereits die Energie fur schnellen 35 
Strombedarf alier Funktionseinheiten auf dem Mikroschalt- 
baustein 4 zur Verfugung gestellt wird, sind keine externen 
Blockkondensatoren mehr notig. Weitere Anschlusse 6 und 
7, die bisher zur getrennten Spannungsversorgung der ein- 
zelnen Funktionsbiocke dienten, sind nicht mehr notwendig 40 
und konnen somit fur andere Funktionen genutzt werden. 
SoUte ein VersorgungsspannungsanschluB am IC-Gehause 3 
nicht ausreichen, um den Strombedarf aus dem Netzteil im 
Normalbetrieb, also bei unkritischer Flankensteilheit der 
Stromimpulse zu liefern, konnen w^eitere Pinpaare 6, 7 iiber 45 
Bonddrahte 13 mit dem Niederinduktivitats-Kondensator 12 
verbunden werden. 

Der Niederinduktivitats-Kondensator 12 ist vorzugsweise 
in Diinnschichttechnik auf einem keramischen Substrat auf- 
gebaut, kann aber auch monolithisch auf einem Silizium- 50 
Chip reaUsiert werden. 

Die Erfindung wurde anhand der Figuren beispielhaft fiir 
einen integrierten Schaltkreis mit zwei getrennten Versor- 
gungsspannungs-Pinpaaren beschrieben, eignet sich aber 
ebenso fiir eine hohere Anzahl von Versorgungsspannungs- 55 
Pinpaaren als auch fur integrierte Schaltkreise, die keine ge- 
trennte Spannungsversorgung aufweisen. 
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Mikroschaltbaustein (4) zum Anschlul3 an ein 
Massepotential, 

- mindestens einem aus dem IC-Gehause (3) her- 
ausgefuhrten Versorgungsspannungs- Pinpaar (6, 
7), bestehend aus einem Versorgungsspannungs- 
anschluB (6) und einem MasseanschluB (7), zum 
AnschluB einer Versorgungs- bzw. einer Masselei- 
tung, und 

- einem in das IC-Gehause (3) integrierten Nie- 
derindukdvitats-Kondensator (12), der aufweist 

- Kapazitatsanschliisse (10, 11), die jeweils 
iiber Bonddrahte (5) stemformig mit der Ver- 
sorgungsspannungs-Bondstelle (1) und 
Masse-Bondstelle (1, 2) des Mikroschaltbau- 
steins (4) und uber weitere Bonddrahte (13) 
mit mindestens einem Versorgungsspan- 
nungs-Pinpaar (6, 7) verbunden sind, und 

- mindestens einen Bezugspotential-An- 
schluB (14), der elektrisch lei tend mit einer 
erdfreien Masseflache (16) verbunden ist, 

2. Schaltungsanordnung nach Anspruch 1, dadurch 
gekennzeichnet, daB der Niederindukdvitats-Konden- 
sator (12) monolithisch auf einem Silizium-Chip reali- 
siert ist. 



Hierzu 2 Seite(n) Zeichnungen 
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1. Schaltungsanordnung zum Entstoren von integrier- 
ten Schaltkreisen mit 

- einem Mikroschaltbaustein (4) (Mikrochip), 
der in einem IC-Gehause (3) angeordnet ist, 

- mindestens einer Versorgungsspannungs- 65 
Bonds telle (1) auf dem Mikroschaltbaustein (4) 
zum AnschluB an eine Versorgungsspannung 

- mindestens einer Masse-Bondstelle (2) auf dem 
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